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Daemablad 7

Skilafrestur 23. oktéber 2014 kl. 15:00

1. Proskuldsspenna

(10) Hanna & n*-poly-gatt & NMOS sem hefur prosludsspennu Vp = 1.0 + 0.3 V.
bykkt gattaroxiosins er 0.1 pm og baedi Vs og Vg = 0. Finna skal hvar ibotarpét-
tleikinn mé liggja til ad uppfylla megi honnunarskilyrdin fyrir kisilundirlag i (i)
(100)-stefnu med Q¢/q = 10'° ecm=2 og (ii) (111)-stefnu med Q;/q = 5 x 101° cm =2

2. Val a orku og skammti
(10) Velja orku og skammt til ad ibeeta bor i kisil pannig ad mesti ibotarpéttleiki sé
0.4 pum nedan vid yfirbordid og ad sheet vidnam verdi 500 /0.

3. Kisill-a-einangrara

(15) Aoskilnadur med igraedslu surefnis (e. Separation by Implantation of Oxygen)
(SIMOX)) er ein adferd sem notud er til ad mynda kisil-a-einangrara (e. silicon on
insulator (SOI)) undirlog. Stor skammtur surefnisjona er igreeddur djapt nidur fyrir
yfirbord kisilsins. Pversnid igreedda surefnisins er gaussiskt. Pegar hitad er upp i
ha hitastig eftir igreedslu (> 1200 °C), ba renna igreeddu strefnisatomin saman og

mynda samfellt hulio lag af hreinu SiOs.

(a) Hvada surefnisskammt parf til ad mynda 0.2 pm pykkt hulid lag af SiOy ?

(b) Hver er straumur geislans ef igraeda skal 8” skifu 4 30 min ?

(c) Ef orka strefnisjona er 200 keV, hver er orkupéttleikinn (W/cm?) sem eydist {

kisilskifunni ? Re&edid stuttlega ahrif pessa.
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Til ad reikna geislaskammtinn parf adeins ad vita péttleika strefnis i SiO,y laginu
og lokapykktina. Gera ma rad fyrir ferningslaga igraedslusvaedi 20 cm x 20 cm sem

hylur alla 8” skifuna.
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